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75 dakikadir. Sorularin tiimii yanitlanacaktir. Kendi not ve Kkitaplarimizdan

yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1(20), 2(40), 3(40)

MOS transistorlar icin: Ax=0.01 V7, Ap=0.02 V7, kn'=20uA/V2 = 2.kp’, VIn=0.7V,
VTP=-O.7V.
1. Sekil-1’deki aktif yiiklii CMOS fark kuvvetlendiricisinde Iss=50 pA’dir.
a) Giris isareti degisim araliginin -0.25V < AV; < 0.25V olabilmesi i¢in T, ve T.
tranzistorlarinin W/L oranlar1 nasil segilmelidir?
b) Devrenin gerilim kazancini hesaplayiniz.
c¢) Devrenin ortak giris isareti degisim araliginin -1V < Viem £ 1V olmasi isteniyor. Bu
sart1 saglamak iizere Ts, T, yiik transistorlarinin ve T; akim kaynag: transistorunun
boyut oranlar: nasil se¢ilmelidir? Devre +1.5V’luk simetrik kaynakla beslenmektedir.
2. Sekil-2’deki CMOS simetrik OTA yapisinda Ix=10pA, B=3, L,= 5um, W;= 50um,
olarak verilmistir. C. = 10pF i(;in GBW kazang bant genisgligi carpimi ne olur?
Bulunuz. (W/L), = 10 ve Ky, = 3 i¢in PM faz payin hesaplayimz. (Cy; = 1 pF).
3.
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Sekildeki gerilim kontrollu osilator icin f, osilasyon frekansini Vx kontrol
gerilimine baglayan bagintiy1 ¢cikartimz.

Osilatoriin kazancimi veren bagintiy1 yaziniz, kazanci hesaplayimiz. (Vgeon = 0.7v,
Vee = Vig = 5V).

c- Vk Kontrol geriliminin degisim sinirlarin belirleyiniz.

d- Devrenin fo = fo(Vk) frekans-kontrol gerilimi karakteristigini ¢iziniz.
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